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Utelem vyndlezu je spolehlivé zabezpece-
ni elektrického kontaktu mezi sousednimi
arovnémi vodivych spoji odd&lenymi vrst-
vou izolaniho materidlu. Jeho podstata spo-
¢ivd v tom, Ze na povrch kfemikové desky
se systémy integrovanych obvodd se nej-
prve nanesou a vytvaruji vrstvy tvofici spod-
ni droveii propojovaci sité, priCemZ posled-
ni z nich je vrstva hliniku legovand nejme-
n& 0,5 hmotnostnimi 9% kiemiku a 0 aZ 5
hmotnostnimi % m&di, dale se nanese izo-
latni mezivrstva, ve které se vyleptaji ot-
vory v mistech budouciho kontaktu mezi
spodni a horni drovni propojovaci sité a k
odstranéni nevodivého povlaku z povrchu
spodni trovn& propojovaci sité v plochach
vymezenych témito otvory se pouZije lazeii
obsahujici 0,5 aZz 5 % vodného roztoku fluo-
ridu amonného NH4F, kyselého fluoridu
amonného NH4HF2z nebo kyseliny fluorovo-
dikové HF a 99,5 aZ 95 % kyseliny octové,
nadeZ se provede naneseni a vytvarovani
horni drovnd propojovaci sité. Vyndlez je
moZno vyuZit v hromadné vyrobé integrova-
nych obvodt.
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Vynélez se tyka zplscbu vytvaieni vice-
aroviiové propojovaci sité integrovanych
obvod(i, pii kterém je spclehlivé zabezpe-
Gen elektricky kontakt mezi sousednimi
dirovnémi vodivych spojl.

Nékteré integrované cbvody s vy3§im stup-
neém integrace vyZaduji propojeni jednotli-
vich soufdstek mezi sebou propojovaci siti
s vice arovnémi vodivych spojit. Jednotlivé
dirovné vodivych spoji jsou od sebe oddégle-
ny izolaénimi mezivrstvami, které jsou pie-
rudeny, napiiklad proleptdny, v mistech, kde
je vyZadovén elektricky vodivy kontakt me-
zi vodi¢i sousednich trovni. Zejména u in-
tegrovanych obvodd s bipolarnimi tranzisto-
ry je obvyklé, Ze zdkladnim vodivym mate-
ridlem alespoii u dvou Grovni propojovaci
sité je hlinik, pfitemZ se miiZe jednat o ¢is-
ty hlinik, hlinik obsahujici rfizné primési,
jako napfiklad mé&d nebo kFemik, nebo né-
kolik kovovych vrstev leZicich na sobé, z
nichZ posledni je hlinik. PFi realizaci pro-
pojovaci sité takovychto integrovanych ob-
vodd je nutné zabezpedit elektricky kontakt
mezi dvéma vrstvami ¢istého nebo legova-
néhs hliniku v oblastech vymezenych otvo-
ry vyleptanymi v izoladni mezivrstvé. Za-
bezpeteni elektrického kotaktu spo€iva ple-
devS§im v odstranéni nevodivého- poviaku z
povrchu spodni hlinikové vrstvy v mistech
vymezenych otvory vyleptanymi v izolatni
mezivrstvd v okamZiku pred nanesenim hor-
ni hlinikové vrstvy a v pozd&jSim teplotnim
zpracovani vysledného systému, Nevodivy
povlak na povrchu hliniku je tvofen zejmeé-
na oxidem hlinitim Alz03 a jeho tlou$ika
je ovlivnéna zplisobem plredchoziho zpra-
covdni a miZe byt dokonce riiznd na wodi-
¢ich spojenych s rtznymi funk&nimi oblast-
mi integrovaného obvodu v dasledku piso-
beni elektrochemickych mechanismfi b8hem
pfedchoziho zpracovéni.

Na odstranéni nevodivé vrstvy z povrchu
hliniku bylo vypracovdno né&kolik metod.
Znédmé metody vsak nejsou pouZitelné uni-
verzdlng a maji celou Ffadu nevyhod. Nej-
jednodu$si je oplach ve zFed&né Kkyseliné
fosforeéné HzPO4 zahidté na teplotu 40 aZ
80°C. Pii této metod& je tFeba na kaZdém
zpracovavaném vzorku individudlng urcovat
dobu piischeni 14zné podle viditelného né-
b&hu leptaci reakce provazené tvorbou bub-
linek, nebot kyselina fosfore¢nda lepta i hli-
nik a pii delsim phisobeni lazné hrozi ne-
bezpedéi odleptani piili§ velké ¢asti samotné
hlinikové vrstvy. Metoda je proto vhodna
pouze v laboratornich podminkdch, NeZa-
doucimu leptani hlinfku v kyseling fosforel-
né je mozZno zabrédnit priddnim oxidu chre-
mového Cr0s. Takovato lazeii leptd jiZ pou-
ze oxid hlinity Al20s3 av8ak modifikuje po-
vrch hlinfku neZddoucim zpisobem tak, Ze
je nutny jesté kréatky ndsledny oplach v
¢isté kyseling fosforeéné. Daldimi nevyhoda-
mi 14zn& jsou vysck4 toxicita Sestimocného
chromu a s ni souvisejici problémy s likvi-
daci odpadu a znatnd citlivost na pfitom-
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nost zbytk(i organickych latck, napfiklad
fotorezisti. Lazeil: je zcela nepouZitelnd pro
aplikaci na vicevrstvové systémy typu
PtSi — TiW -— Al, u nichZ diky zmé&né elek-
trachemického potencidlu povrchu hliniku
dochézi k preferovanému napaddni urci-
tych oblastl v dob& kdy je lazenl v jinych
oblastech jesté nedostateéng G€innd. Dalsi
moZnou metodou je uZiti fluoridovych lep-
tacich 14zni, tj. ldzni obsahujicich kyselinu
fluorovodikovou HF, fluorid amonny NH4F,
nebo kysely fluorid amonny NHgHF2 Ta-
ké tyto l4zn& napadaji samotny hlinik a
pracuji r@izné& rychle v oblastech s odliSnym
elektrochemickym potencidlem. Nahradou
¢asti vody jinym: médiem, napiiklad ethy-
lenglykolem, lze sniZit agresivitu ldzng vii-
¢i hliniku, soufasné vSak restou problémy
sé ' zabezpefenim mezitroviiového elektric-
kého kontaktu.

Uvedené nevyhody odstratiuje zphisob vy-
tvafeni vicelroviiové propojovaci sitg integ-
rovanych obvodd podle vynédlezu, jehoZ
podstata spofiva v tom, Ze na povrch kie-
mikové desky se systémy integrovangch- ob-
vod{i se.nejprve nanesou a vytvaruji vrstsy
tvofici spodni droveil propojovaci sité, pfi-
CemZ posledni z nich je vrstva hliniku le-
govand nejméné 0,5 hmotnostnimi 0% kte-
miku a 0 aZ 5 hmotnostnichi % m&di, ddle

se nanese izolatni mezivrsiva, ve které se

vyleptaji otvory v mistech Budouciho kon-
taktu mezi spodni a horni Grovni propojo-
vacl sit8. K odstranéni nevodivého povlaku
7z povrchu spodni drovng propojovaci sit&
v plochach vymezenych t8mito otvory se
pouZije ldzei obsahujici 0,5 aZ 5 % vodného
roztoku fluoridu. amonného: NH¢F, kysald-
ho fluoridu: amoenného NH4HF2 nebp :kyses
liny fluorovedikové: HE a 99,5 aé 95 % ky--
seliny octové,. nateZ.se provede:nansseni&
vytvarovani: horni dnovn# propojovaci :sité.

Postup je pouZitelny univerzdlng, aitsi v
piipadech, kdy spodnii tirowei propojovaci
sité: je tvofena vice. kovowgmi- vistvami, na--
piiklad trojvrstvou PtSi — TiWw — Al. Gb-
sah kiemiku v hliniku je mnutnou podinin:
kou pro spravnou funkci ldzng z hlediska
zabezpeeni mezitiroviiového« elektrického:
kontaktu.. JelikoZ uvedena. lazeii prakticky
nenapada hlinik, miiZe byt doba jejiho pii-
sobeni dostateén& dlouhi. Doba piiseheni
lazné je tedy omezend hlavné pripustnym.
napadenim izela¢ni mezivrstvy, kierou bfua
zpravidla okid kiemidity SiOs a jeji opti-
mum leZi v rozmezi:1 aZ 5 minut.

U%iti zpasobu. vytvafeni vicenroviiové pno-
pojovaci sité integrovanfch obvoadli dle: vy-
nalezu je dale objasnéno na konkrétnim:
prikladu. Jednd se o integrovany gbvod s
propojovaci siti tvolrenou dvémi. Grovn&mii
vodivych spojii odd8lenymi izolatni mezir
vrstvou oxidu kiemiditého SiOz pii€emZ
kontakty ke kiemiku jsou vytvofeny pomo-
ci silicidu platiny PtSi, Spodni uroveii pro-
pojovaci sité dopliluji déle vrstvy 150 nm
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pseudoslitiny W - 10 hmotnostnich % Ti,
dale Tiw a 600 nm Al. V daném plipadé je
yrstva hliniku odd&lena od kfemiku vrstvou
pseudoslitiny TiW a za normélnich okolnosti
by neobsahgvala ani stopové mnoZstvi kfe-
miku. Kvali aplikaci postupu dle vynalezu
je nutno .vrstvu hliniku legovat k¥emikem,
napiiklad' simultdnnim edpaFovédnim hlini-
ku a kifemiku ve vakuu tak, aby obsahova-
la 1 hmotnostni 9% kFemiku. Dvojvrstva
TiW — Al je déle tvarovdna s vyuZitim fo-
tolitografickych postupli a vgsledkem je
kompletni spodni droveii propojovaci sité.
Nésleduje depozice izolatni vrstvy oxidu
kiemi&itého SiOz o tlouStce 800 nm chemic-
kou cestou z plynné fdze a daldi fotolito-

grafické tvarovani, které vymezuje oblasti
kontaktu mezi spodni a horni drovni pro-
pojovaci sit¥. Odstranéni nevodivého povla-
ku z hliniku v t&chto oblastech je provede-
no v lazni dle vyndlezu o sloZeni 99 difll
kyseliny octové a 1 dilu leptaci lazng& pro
leptani oxidu kFemiitého SiO2 Doba pi-
sobeni je 1 minuta p¥i pokojové teploté, Na-
sleduje oplach ve vodg, usuleni a naneseni
vrstvy hliniku o tloustce 1,8 wm, kterd bu-
de po fotolitografickém tvarovani tvofit hor-
ni aroveii propojovaci sité. Zavérecnou ope-
raci je nezbytné teplotni formovani mezi-
tirovitového kontaktu. V uvedeném piipadé
je dostatetné 7ihani v atmosféle Nz po do-
bu 20 minut p¥ teplot& 390 °C.

PREDMET VYNALEZU

1. Zplsob vytvafeni vicetroviiové propo-
jovaci sité integrovanych obvodd, pfi kte-
rém je zabezpeden elektricky kontakt mezi
dvéma urovndmi vodiv§ch spoji oddéleny-
mi vrstvou izolatniho materidlu, vyznace-
ny tim, Ze se na povrch kiemikové desky
se systémy integrovanych obvoddi nejprve
nanesou a vytyaruji vrstvy tvorici spodni
tiroveii propojovaci sitg, pfi¢emZ posledni
z nich je vrstva hlinfku legovand nejmeéné
0,5 hmotnostnimi % kfemiku a do 5 hmot-
nostnimi % ma&di, déle se nanese izola¢ni
mezivrstva, ve které se vyleptaji otvory v
mistech budouciho kontaktu mezi spodni
a horni drovni propojovaci sité a k- odstra-
néni nevodivého poviaku z povrchu spodni
drevnd propojovaci sité v plochdch vyme-

zenych t&mito otvory se pouZije lazeil obsa-
hujici 0,5 aZ 5 % vodného roztoku fluoridu
amonného NH4F, kyselého fluoridu amon-
ného NHsHF; nebo kyseliny fluorovodiko-
vé HF a 99,5 aZ 95 % Kkyseliny octové, na-
ge? se provede naneseni a vytvarovani hor-
ni Grovné propojovaci sité.

2. Zptisob vytvaleni vicetdroviiové propo-
jovaci sit& integrovanych obvodd podle bo-
du 1, vyznadeny tim, Ze spodni droveil pro-
pojovaci sité integrovaného obvodu je tvo-
fena kontakty ke kiemiku ze silicidu pla-
tiny PtSi nebo silicidu palddia PdsSi, odde-
lovaci vrstvou ze slitiny Ti— W a vrstvou
hliniku legovaného nejméné 0,5 hmotnost-
nimi % kfemiku a do 5 hmotnostnich %
médi.
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